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【57】申請專利範圍
1.　一種內核/外殼型半導體奈米粒子之製造方法，其特徵在於，具有外殼形成步驟，該外殼
形成步驟係在內核粒子的分散液中，添加原料羧酸鋅鹽與 VI族元素前驅物，在該內核粒
子的存在下，使該原料羧酸鋅鹽與該 VI族元素前驅物進行反應，藉此在該內核粒子的表
面上，形成含有鋅與 VI族元素之外殼；且，
形成該原料羧酸鋅鹽的全體羧酸中，碳數 8~10的羧酸之比例係 80.0質量%以上；
形成該原料羧酸鋅鹽的全體羧酸之平均分支度係 1.1~2.9。

2.　如請求項 1之內核/外殼型半導體奈米粒子之製造方法，其中，上述內核粒子係含有 In與
P。

3.　如請求項 2之內核/外殼型半導體奈米粒子之製造方法，其中，上述原料羧酸鋅鹽的添加
量，係以上述原料羧酸鋅鹽中的 Zn相對於上述內核粒子中的 In之莫耳比(Zn/In)計成為
5~50的添加量。

4.　如請求項 1或 2之內核/外殼型半導體奈米粒子之製造方法，其中，使上述原料羧酸鋅鹽
與上述 VI族元素前驅物的反應在鹵素元素的存在下進行。

5.　一種內核/外殼型半導體奈米粒子複合體，係具有：內核/外殼型半導體奈米粒子、與配
位於該內核/外殼型半導體奈米粒子表面之配位體者；其特徵在於，
上述內核係含有 In與 P；
上述外殼係至少含有 Zn與 VI族元素；
含有羧酸作為上述配位體；
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作為配位體所含有的總羧酸中，碳數 8~10的羧酸之比例係 80質量%以上；
作為配位體所含有的總羧酸之平均分支度係 1.1~2.9。

6.　如請求項 5之內核/外殼型半導體奈米粒子複合體，其中，上述內核/外殼型半導體奈米
粒子複合體的發光尖峰波長係 590~650nm。

7.　如請求項 5或 6之內核/外殼型半導體奈米粒子複合體，其中，上述內核/外殼型半導體
奈米粒子複合體的發光光譜之半值寬(FWHM)係 37.0nm以下。

8.　如請求項 5或 6之內核/外殼型半導體奈米粒子複合體，其中，上述外殼係進一步含有 Se
與 S中之至少 1種。

9.　如請求項 5或 6之內核/外殼型半導體奈米粒子複合體，其中，上述內核/外殼型半導體
奈米粒子複合體的量子效率(QY)係 90.0%以上。

10.   如請求項 5或 6之內核/外殼型半導體奈米粒子複合體，其中，配位於上述內核/外殼型半
導體奈米粒子複合體的總配位體中，上述羧酸之比例係 1.0~15.0質量%。
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